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Transistor Mosfet IRF840 500V 8 A

Codigo: 112816

Descripcién

E1 IRF840 es un MOSFET de potencia de N-canal de 500V, el MOSFET de potencia de tercera generacion proporciona al disefiador la mejor combinacion de
conmutacion rapida, disefio de dispositivo robusto y baia resistencia.

Aplicaciones:

Susituto

¢ Valor dinamico dV / dt
L4 Avalancha repetitiva

L4 175 * C Temperatura de funcionamiento

® il de paralelo

®  Requisito de unidad simple

¢ Polaridad del transistor: Canal N
@ \oitzje de drenaje a fuente VDS: 500 V.

®  oitaje de puerta a fuente VGS: £20 v

®  Corriente continua de drenaje ID: 8 A

®  Coniente de drenaje pulsada IDP: 32 A

L4 Corriente de avalancha IAR: 8 A

@ Disipacion de potencia méxima PD (Tc=25 °C): 125 W

®  pesistencia VGS RDS(on) méximo: 0.85 2

®  remperatura de operacion minima: -5 °C

®  remperatura de operacion méxima: 150 °C

®  ncapsulado: T0-220

®  \imero: 3pin
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